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(57) Abstract 

The invention relates to a product comprised of a silicon-containing functional layer, an insulating layer (2) of silicon dioxide and 
a barrier layer (3) of silicon nitride, which is inserted between said functional layer (I) and the insulating layer (2) and bonds the former 
(I) to the latter (2). The barrier layer (3) prevents from diffusion between the functional layer (3) and the insulating layer (2). Said barrier 
layer (3) is formed by implanting nitrogen (6) into the insulating layer (2) and by submitting the rough casting to a hardening process, so 
that nitrogen scatters towards the functional layer (1) and bonds there together with silicon to produce the barrier layer (3). 



(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft ein Erzeugnis umfassend eine Funklionsschicht ( i ) enthaUend Silizium, eine Isolierschicht (2) aus Siliziumdioxid 
und zusatzlich eine Stopschicht (3) aus Siliziumnitrid, angeordnet zwischen der Funklionsschicht (1) und der Isolierschicht (2) sowie die 
Funklionsschicht (1) mit der Isolierschicht (2) verbindend. Die Stopschicht (3) wirkt als Diffusionsbarriere zwischen der Funktionsschichi 
(n und der Isolierschicht (2). Ein Verfahren zur Herstellung dieses Erzeugnisscs crfordcn einen Rohling mit der Funklionsschicht (I) und 
der Isolierschicht (2), wobei die Stopschicht (3) gebildet wird durch Impiantieren von Stickstoff (6) in die Isolierschicht (2) und Tempem 
des Rohlings, so daB deR Stickstoff (6) zur Funklionsschicht (1) diffundien und sich don mit Silizium zur Bildung der Stopschicht (3) 
verbindet. 
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Beschreibung 

Erzeugnis umfassend eine Funktionsschicht enthaltend Silizium 
und eine Isolierschicht aus Siiiziumdioxid, sowie Verfahren 
5 zu seiner Herstellung. 

Die Erfindung betrifft ein Erzeugnis umfassend eine Funkti- 
onsschicht enthaltend Silizium sowie eine Isolierschicht aus 
Siliziumdioxid. Die Erfindung betrifft aufierdem ein Verfahren 
10 zur Herstellung eines solchen Erzeugnisses . 

Ein Erzeugnis der eingangs genannten Art ist auf dem Gebiet 
der Halbleitertechnik bekannt unter der englischen Bezeich- 
nung " Silicon-On-Insulator-Substrate" ( nachfolgend "SOI- 
15 Substrat") und hat die in der Einieitung genannte Struktur. 
In der Regel wird eine seiche Struktur aufgebaut auf einer 
Grundschicht , die ebenfalls aus Silizium besteht. 

Ein seiches Erzeugnis geht hervor aus einem Aufsatz von Irita 
20 et al, Japanese Journal of Applied Physics 2Cl (1981)1909. Es 
wird auch ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Erzeug- 
nisses beschrieben. Das Erzeugnis kann mehrere auf einanderge- 

stapelte Anordnungen aus einer Funktionsschicht und einer 

Isolierschicht enthalten. 

25 

GemaJi dem US-Patent 5, 4 68, 657 erfolgt eine Implantation von 
Stickstoff in die Isolierschicht eines Erzeugnisses der ein- 
gangs genannten Art, und anschlieftend erfolgt eine Warmebe- 
handlung. Dabei wandert der Stickstoff in eine Obergangszone 
30 zwischen der Funktionsschicht und der Isolierschicht und 

dient dort zur Absattigung auf gebrochener chemischer Bindun- 
gen. Solche auf gebrochenen chemischen Bindungen konnen sich 
ergeben haben bei der Herstellung des Erzeugnisses unter Im- 
plantation von Sauerstoff in Silizium. Es werden somit ge- 
35 wisse Bereiche des Erzeugnisses mit Stickstoff dotiert, um 
diese Bereiche zu passivieren. 



wo 99/17357 



PCT/DE98/02181 



2 

Im Rahmen der Technoiogie der eleJctronischen Halbleiterbau- 
eiemente kann ein Erzeugnis der eingangs genannten Art mit 
groftem Nutzen als Basis fur ein eiektronisches Halbleiterbau- 
element dienen. Das Haibleiterbaueiement wird dabei gebildet 
5 aus entsprechend dotierten Zonen in der Funktionsschicht , und 
die Isolierschicht findet nutzliche Anwendung zur Begrenzung 
und Isoiierung des Bauelements . 

Ein Problem, das bei einem Haibleiterbaueiement in einem Er- 
10 zeugnis der eingangs genannten Art auftreten kann, ist die 

Abwanderung oder Segregation von Dotierstof f en aus der Funk- 
tionsschicht in die Isolierschicht durch Diffusion. Diese 
Diffusion ist besonders stark, wenn das Erzeugnis zur Her- 
stellung des Halbleiterbauelements einer Temperung bei einer 
15 erhohten Temperatur ausgesetzt wird, Ein solcher Verlust an 

Dotierstoff muft herkommlicher Praxis durch eine entsprechende 
Analyse des Herstellprozesses ermittelt und durch entspre- 
chend ubermaJiige Dotierung der Funktionsschicht ausgegiichen 
werden . 

20 

Ein allein aus Silizium bestehendes Substrat ohne die Iso- 
lierschicht aus Siliziumdioxid zeigt die geschilderte Segre- 
gation von Dotierstoff nicht. Daher ist es nicht moglich, ei- 
ne fur ein reines Silizium-Substrat gultige Spezif ikation fur 
25 eine Dotierung auf ein Substrat mit einer Funktionsschicht 

aus Silizium auf einer Isolierschicht aus Siliziumdioxid her- 
kommlicher Art zu ubertragen, 

Demzufolge liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, das Er- 
30 zeugnis der eingangs genannten Art dahingehend auszubilden, 
dal5 die geschilderte Segregation eines Dotierstof fes nicht 
mehr auftreten kann. Es soil auch ein Verfahren zur Herstel- 
lung eines entsprechenden Erzeugnisses angegeben werden. 

35 Zur Losung dieser Aufgabe angegeben werden ein Erzeugnis und 
ein Verfahren wie spezifiziert in dem jeweiligen unabhangigen 
Patentanspruch . Weiterbildungen des Erzeugnisses und des Ver- 
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fahrens gehen aus entsprechenden abhangigen Patentanspruchen 
hervor . 

Das erf indungsgemafte Erzeugnis umfassend eine Funktions- 
schicht en thai tend Siiizium sowie eine Isoiierschicht aus Si- 
liziumdioxid zeichnet sich aus durch eine Stopschicht aus Si- 
liziumnitrid, welche zwischen der Funktionsschicht und der 
Isoiierschicht angeordnet ist und die Funktionsschicht mit 
der Isoiierschicht verbindet . 

Bei diesem Erzeugnis ist eine spezielle Stopschicht zwischen 
der Funktionsschicht und der Isoiierschicht vorgesehen, wel- 
che aus einem Material gebildet ist, in welchem ein herkomm- 
licher Dotierstoff nicht in wesentlichem Umfange diffundieren 
kann. Diese Stopschicht wirkt somit als Dif f usionsbarriere 
zwischen der Funktionsschicht und der Isoiierschicht und ver- 
hindert dementsprechend die Segregation eines Dot ierstof f es 
aus der Funktionsschicht. Damit ist die Stabilitat einer do- 
tierten Zone in der Funktionsschicht gewahrleistet , und dies 
aufgrund der entsprechend giinstigen Eigenschaf ten des Silizi- 
umnitrids selbst bei einer erhohten Temperatur, wie sie im 
Rahmen eines gertiali her kommlicher Praxis gelegentlich notwen- 
digen Tempervorganges auftreten kann. Damit ermoglicht die 
Erfindung auch die Ubertragung einer fur ein allein aus dem 
Material der Funktionsschicht bestehendes Substrat gultigen 
Spezif ikation fur eine Dotierung auf das entsprechende erfin- 
dungsgemafie Erzeugnis. 

Es wird davon ausgegangen, daft der gemafi der Erfindung zu 
verhindernde Effekt der Segregation in erster Linie bedingt 
ist durch die hohe Dif f usionsneigung jedes ublichen Dotier- 
stoffes in Siliziumdioxid . Daher kommt es auf Einzelheiten 
der Zusammensetzung der Funktionsschicht nicht unbedingt an. 

Dessenungeachtet ist eine Weiterbildung der Erfindung gekenn- 
zeichnet dadurch, dali die Funktionsschicht im wesentlichen 
aus Siiizium besteht . 
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Ebenfalls bevorzugt ist es, dali die Stopschicht eine Dicke 
zwischen 2 nm und 4 nm hat. Die Stopschicht ist damit dunn 
genug, urn die relevanten mechanischen Eigenschaf ten des Er- 
zeugnisses nicht wesentlich zu beeinflussen und insbesondere 
keine unerwunschten mechanischen Spannungen in dem Erzeugnis 
hervorzuruf en . 

Die Funktionsschicht des Erzeugnisses ist weiterhin bevorzugt 
im wesentiichen einkristallin und erschliefit damit die Anwen- 
dung des Erzeugnisses im Rahmen der herkommlichen Technologie 
der Halbleiter. 

Eine besonders bevorzugte Weiterbildung des Erzeugnisses be- 
15 steht darin, daft das Erzeugnis zur Bildung dotierter Zonen in 
der Funktionsschicht eingerichtet ist. 

Das erf indungsgemafie Verfahren zur Hersteilung eines Erzeug- 
nisses umfassend eine Funktionsschicht enthaltend Silizium 
20 und eine I solierschicht aus Siliziumdioxid sowie eine Stop- 
schicht aus Siliziumnitrid, welche zwischen der Funktions- 
schicht und der Isoiierschicht angeordnet ist und die Funkti- 
onsschicht mit der Isoiierschicht verbindet, umfaftt folgende 
Schritte : 

25 - Bereitstellen eines Rohlings umfassend die Funktionsschicht 
und die Isoiierschicht, wobei die Funktionsschicht direkt 
auf der Isoiierschicht angeordnet und mit dieser verbunden 
ist ; 

- Implantieren von Stickstoff in die Isoiierschicht; und 

- Tempern des Rohlings mit dem implantierten Stickstoff zur 
Bewirkung einer Diffusion des Stickstoffs zur Funktions- 
schicht und Verbindung des Stickstoffs mit Silizium aus der 
Funktionsschicht zur Bildung der Stopschicht. 

35 Das Verfahren geht somit aus von einem Rohling nach Art eines 
herkommlichen SOI-Substrates , bei dem die Funktionsschicht 
direkt mit der Isoiierschicht verbunden ist. Zwischen der 



30 
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Funktionsschicht und der Isolierschicht wird die Stopschicht 
nachtraglich erzeugt, indem Stickstoff in die Funktions- 
schicht implantiert , durch Diffusion zur Funktionsschicht ge- 
bracht und mit Siliziuxn aus dieser zur Bildung der Stop- 
schicht verbunden wird. Die Stopschicht entsteht gewisserma- 
ften von selbst mit einer nur geringen Dicke, da die Verbin- 
dung des Siliziums mit dem Stickstoff unter Bildung des ge- 
wiinschten Siliziumnitrids im Rahmen eines chemischen Prozes- 
ses erfolgt, welcher selbstregulierend ist. Dieser chemische 
Prozefi ist auch nicht besonders abhangig von der beim Tempern 
eingestellten Temperatur und somit hinreichend stabil bei 
serienweiser Wiederholung . Die Temperung im Rahmen des 
Verfahrens tragt auch wesentlich bei zur Beseitigung von 
Schaden in der Funkt ionsschicht , die sich bei der Implanta- 
tion womoglich eingestellt haben . 

Das Verfahren erfordert nicht notwendigerweise eine aus rei- 
nem Siiizium bestehende Funktionsschicht ; lediglich muli die 
Funktionsschicht eine ausreichende Menge von Siiizium zur 
Bildung der Stopschicht bereitstellen konnen. 

Auf die geometrischen Parameter der Funktionsschicht kommt es 
erf indungsgemali nicht grundsat zlich an. Soli die Implantation 
des Stickstoffs in die Isolierschicht allerdings durch die 
Funktionsschicht hindurch erfolgen, so ist es unter Umstanden 
von Vorteil, die Dicke der Funktionsschicht auf ein angemes- 
senes Maft zu begrenzen. Dies kann erfordern, dafi eine ur- 
sprungiich vorhandene Funktionsschicht vor der Implantation 
des Stickstoffes teilweise abgetragen und nach erfolgter Im- 
plantation erneut durch ein geeignetes Verfahren der Epitaxie 
aufgewachsen wird. Gegebenenf alls kann auch ein Rohling mit 
ausreichend dunner Funktionsschicht bereitgestellt und nach 
erfolgter Implantation durch Epitaxie mit einer gemafi Vorgabe 
dicken Funktionsschicht versehen werden. In jedem Falle tragt 
die Begrenzung der Strecke, die der implantierte Stickstoff 
in dem Erzeugnis durchqueren muft, bei zur Gewahrleistung ei- 
ner nicht allzu breiten Verteilung des implantierten Stick- 
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stoffes in der Isolierschicht und anderen Bereichen des Er- 
zeugnisses. Daher ist es bevorzugt, die Implantation des 
Stickstof fes durch die (hinreichend dunne) Funktionsschicht 
hindurch durchzuf iihren. 

5 

Eine bevorzugte Weiterbildung des Verfahrens ist dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi der Stickstoff derart impiantiert wird, dafi 
eine Verteilung des Stickstoffs in der Isolierschicht bei ei- 
ner Distanz von der Funktionsschicht zwischen 10 nm und 20 nm 
10 ein Maximum erreicht. Dies erfordert eine sorgfaltige An- 

passung der kinetischen Energie, mit welcher die Atome oder 
lonen des zu implantierenden Stickstoffes in den Rohiing ein- 
dringen . 

15 Eine bevorzugte Weiterbildung des Verfahrens erfordert, dali 

in der Funktionsschicht nach dem Implantieren des Stickstoffs 
dotierte Zonen gebildet werden. Dies erschliefit das Verfahren 
der Anwendung im Rahmen der Technologie der elektronischen 
Halbleiterbauelemente . 

20 

Besonders bevorzugt ist es, daft der Stickstoff mit einer sol- 
chen Dosis in die Isolierschicht impiantiert wird, daft beim 
Tempern die Stopschicht mit einer Dicke zwischen 2 nm und 4 
nm entstehen kann. Dies gewahrleistet , daft die Stopschicht 
25 die gewunschte Wirkung als Dif f usionsbarriere in vollem Um- 
fange entfalten kann. 

Ausfuhrungsbeispiele des Erzeugnisses und des Verfahrens wer- 
den nachfolgend anhand der Zeichnung erlautert. Die Zeichnung 
30 zeigt skizzenhaft die Entstehung eines Erzeugnisses im Sinne 
der Erfindung aus einem herkommlichen SOI-Substrat anhand der 
Figuren 1 bis 4. Die Zeichnung ist zur Herausstellung be- 
stimmter Merkmale nicht maftstablich. 

35 Figur 1 zeigt ein herkommliches SOI-Substrat mit einer aus 

Silizium bestehenden Funktionsschicht 1, direkt verbunden mit 
einer aus Siliziumdioxid bestehenden Isolierschicht 2, diese 
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direkt verbunden mit einer wiederum aus Silizium bestehenden 
Grundschicht 7. Je nachdem kann auch die Grundschicht 7 als 
weitere Funktionsschicht genutzt werden entsprechend den An- 
forderungen des jeweiligen Einzelfalls der Verwendung. Wie 
ausgeflihrt kann es von Vorteil sein, die Funktionsschicht 1 
vor den weiteren Schritten des Verfahrens zu verdunnen, ver- 
gleiche Figur 2 mit Figur 1. Falls er f orderlich , kann die 
Funktionsschicht 1 nach Abschlufi der nachfolgend zu erlau- 
ternden Verf ahrensschritte durch epitaktisches Aufwachsen auf 
eine gewlinschte Dicke gebracht werden. 

2ur Bildung einer Dif f usionsbarr iere zwischen der Funktions- 
schicht 1 und der Isolierschicht 2 wird nun Stickstoff 6 
durch die Funktionsschicht 1 hindurch in die Isolierschicht 2 
implantiert; dabei werden die vorstehend als bevorzugt spezi- 
fizierten Kriterien eingehalten. Anschlieftend erfolgt eine 
Temperung des implantierten Rohlings, damit der in die Iso- 
lierschicht 2 implantierte Stickstoff in hinreichend hohem 
Mafte diffundiert und so zur Funktionsschicht 1 gelangt, wo er 
sich mit Silizium verbinden kann unter Bildung von Silizium- 
nitrid, welches sich, siehe Figur 4, als Stopschicht 3 zwi- 
schen die Funktionsschicht 1 und die Isolierschicht 2 lagert. 
Die Stopschicht 3 erfullt wiederum die vorstehend als bevor- 
zugt spezif izierten Kriterien. Das somit komplettierce Fr- 
zeugnis zeichnet sich aus durch besondere Eignung fur die 
Herstellung eines elektronischen Baueiementes in der Funk- 
tionsschicht 1. Ein solches Bauelement ist gekennzeichnet 
durch dotierte Zonen 4 und 5, welche sich ganz { Bezugszeichen 
4) Oder teilweise (Bezugszeichen 5) durch die Funktions- 
schicht 1 erstrecken kbnnen und hinsichtlich der Auswahl des 
jeweils zur Dotierung benutzten Dotierstof f es den Erforder- 
nissen des her zustellenden elektronischen Halbleiterbauele- 
mentes entsprechen. Die Bevorzugung des die Stopschicht 3 
aufweisenden Erzeugnisses erklart sich daraus, dali die Stop- 
schicht 3 eine Abwanderung oder Segregation von Dotierstof fen 
aus den dotierten Zonen 4 und 5 in die Isolierschicht 2 wirk- 
sam verhindert und somit eine langfristige Stabilitat des die 
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dotierten Zonen 4 und 5 umfassenden elektronischen Bauele- 
ments gewahrieistet . 
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Patentanspriiche 

1. Erzeugnis umfassend eine Funktionsschicht {1} enthaitend 
Silizium sowie eine Isoiierschicht (2) aus Siliziumdioxid, 
g,e k e n n z e i c h n e t durch eine Stopschicht (3) aus Sili- 
ziumnitrid, welche zwischen der Funktionsschicht (1) und der 
Isoiierschicht (2) angeordnet ist und die Funktionsschicht 
(1) mit der Isoiierschicht (2) verbindet . 

2. Erzeugnis nach Anspruch 1, 

bei dem die Funktionsschicht (1) im wesentlichen aus Silizium 
besteht . 

3. Erzeugnis nach einem der vorhergehenden Anspruche, 

bei dem die Stopschicht (3) eine Dicke zwischen 2 nm und 4 nm 
hat . 

4. Erzeugnis nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
bei dem die Funktionsschicht (1) im wesentlichen einkri- 
stailin ist. 

5. Erzeugnis nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
welches eingerichtet ist zur Bildung dotierter Zonen (4, 5) 
in der Funktionsschicht (1). 

6. Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses umfassend ei- 
ne Funktionsschicht (1) enthaitend Silizium und eine Iso- 
iierschicht (2) aus Siliziumdioxid sowie eine Stopschicht (3) 
aus Siliziumnitrid, welche zwischen der Funktionsschicht (1) 
und der Isoiierschicht (2) angeordnet ist und die Funktions- 
schicht (1) mit der Isoiierschicht (2) verbindet, welches 
Verfahren folgende Schritte umfafit: 

- Bereitstellen eines Rohlings umfassend die Funktionsschicht 
(1) und die Isoliers.chicht (2), wobei die Funktionsschicht 
(1) direkt auf der Isoiierschicht (2) angeordnet und mit 
dieser verbunden ist; 
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- Impiantieren von Stickstoff (6) in die Isolierschicht (2) ; 
und 

- Tempern des Rohiings mit dem impiantierten Stickstoff (6) 
zur Bewirkung einer Diffusion des Stickstoff s (6) zur Funk- 

5 tionsschicht (1) und Verbindung des Stickstoff s (6) mit Si- 
liziuiu aus der Funktionsschicht (1) zur Bildung der Stop- 
schicht (3) , 

7. Verfahren nach Anspruch 6, 

10 bei dem der Stickstoff (6) durch die Funktionsschicht (1) 
hindurch implantiert wird. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 6 und 7, 

bei dem der Stickstoff (6) derart implantiert wird, dali eine 
15 Verteilung des Stickstoffs (6) in der Isolierschicht (2) bei 
einer Distanz von der Funktionsschicht (1) zwischen 10 nra und 
20 nm ein Maximum erreicht. 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 6 bis 8, 

20 bei dem die Funktionsschicht (1) nach dem Impiantieren des 

Stickstoffs (6) durch epitaktisches Aufwachsen verdickt wird. 

10. Verfahren nach einem der Anspruche 6 bis 9, 

bei dem in der Funktionsschicht (!) nach dem Impiantieren des 
25 Stickstoffs (6) dotierte Zonen (4, 5} gebildet werden. 

11. Verfahren nach einem der Anspruche 6 bis 10, 

bei dem der Stickstoff (6) mit einer solchen Dosis in die 
Isolierschicht (2) implantiert wird, dali beim Tempern die 
30 Stopschicht (3) mit einer Dicke zwischen 2 nm und 4 nm ent- 
stehen kann. 



wo 99/17357 



PCT/DE98/02181 



1/1 



FIG1 




FIG 2 




I t M I 

FIG 3 I 



FIG 4 



I ^ I — I 



INTERNA' 



AL SEARCH REPORT 



Inte 3nal Application No 

PCT/DE 98/02181 



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 6 H01L21/762 



According to Intsmationat Patent Classification (IPC) or to both national ciassilication and IPC 



8. FIELDS SEARCHED 



Minimum aocumentation searctied (classification system followed by classification symDols) 

IPC 6 HOIL 



Documentation searcfied other than minimum documentation to th^ extent that such documents are included in the fields searcned 



Electronic data base consulted during the international search (nanrw of data base ana. where practical search terms used) 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Categor/ - Citation ol document, with indication, where appropnale. of the relevant passages 



Relevant to claim No. 



US 5 468 657 A (HSU SHENG T) 

21 November 1995 

SGG the whole document 

US 5 362 667 A (LINN JACK H ET AL) 

8 November 1994 

see the whole document 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 018, no. 199 (E-1534), 7 April 1994 

-& JP 06 005586 A (SEIKO EPSON CORP), 

14 January 1994 

see abstract 



1-8,10, 

11 

9 



1,2,4-7, 
10 



1-5 



6-9,11 



m 



Further documents are listed m the continuation ot box C. 



0 



Patent family memtiers are listed in annex. 



' Special categories or cited documents : 

'A" document defining the general state ot the art which is not 
considsred to be ot particular relevance 

"E" earlier document but published on or after the international 
filing date 

T." document which may throw doubts on prtonty claim(s) or 
which IS cited to establish the pUjtication date ot another 
citation or other special reason (as specified) 

"O* document retemng to an oral disclosure, use, exhibition or 
other means 

"P" document published prior to the international tiling date but 
later than the pnonty date claimed 



"T* later document published after the intemational lilirtg date 
or prionty data and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
invention 

"X" document of particular relevance: the claimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an inventive step when the document ts taKen alone 

"Y" document ot particular relevance: the claimed invention 

cannot be considered to invo^/e an inventive step when the 
document is comoined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
in the art. 

"&" document member of the same patent family 



Date ot the actual completion ol the international search 



21 December 1998 



Date ol mailing of the international search report 



07/01/1999 



Name and mailing address ot the tSA 

European Patent Office. P.B. 58 1 8 Patentiaan 2 
NL - 2280 HV RIfswijk 
Tel. (+31*70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (*3V70) 340-3016 



Authonzed officer 



Albrecht, C 



Foim PCT/1SA/210 (second sheet) (Jiiy 1992) 

BNSDOCID- .-WO 9oi7357Ai> 



page 1 of 2 



INTERNSriONAL SEARCH REPORT 



Imo' mat Application No 

PCT/DE 98/02181 



C.<Contlnuatton) DOCUMENTS CONSIDEHED TO BE RELEVANT 



Category Citation ot document, with inoicaiion.wnero appropnate. of the relevant passages 



Relevant to ctaim No. 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 012, no. 080 (E-590), 12 March 1988 

-& JP 62 219562 A (FUJITSU LTD). 

26 September 1987 

see abstract 



1,2,4,6, 
7 



1 



Foim PCT/ISA/210 (connnuanon of second sh«et> (July 1992) 



page 2 of 2 



INTERNATTONAL SEARCH REPORT 

.nlormation on patent ramity members 



Inter .^a^ Application No 

PCT/OE 98/02181 



Patent document 
cited rn search report 



Publication 
date 



Patent (amily 
member(s) 



Publication 
date 



US 5468657 
US 5362667 



A 
A 



21-11-1995 
08-11-1994 



JP 



8045868 A 



16-02-1996 



US 
US 



5517047 A 
5728624 A 



14-05-1996 
17-03-1998 



Fonm PCT/lSA/210 (patant (afrtly annex) (July 1992) 



INTERNATION 



RECHERCHENBERICHT 



inu 



onales Aktenzeichen 



PCT/DE 98/02181 



A. KLASStFIZlERUNG DES ANMELOUNGSGEGENSTANDES 

IPK 6 H01L21/762 



Nach der Iniernattonalen Patentklassifikation {tPK> Oder nach der nationalen Klassrfikation und der IPK 



8. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Rechercmerter Mindostprutstott (Klassrtikationssystom und Ktassrfikationssymbola ) 

IPK 6 HOIL 



Recrierchierte aber mcht rum Mindestprufstoff gehorende Verbtlentlichungen. sowait diese unter dia recnerchierten Qebiete tallen 



Wahrend der rnternattonaien Recherche konsuttiene elektronischs Datenbank (Name der Oatenbank und evtt. verwendete Suchbegnfte) 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTEHLAGEN 



Kategone'- Bezetchnung der VeroHentlichung, sowert ertordertich unter Angabe der tn Betracht kommenden Teile 



Betr. Ansprxjch Nr, 



US 5 468 657 A (HSU SHENG T) 

21. November 1995 

siehe das ganze Ookument 

US 5 362 667 A (LINN JACK H ET AL) 

8. November 1994 

siehe das ganze Dokument 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 018, no. 199 (E-1534), 7. April 1994 

-& JP 06 005586 A (SEIKO EPSON CORP), 

14. Januar 1994 

siehe Zusammenf assung 



1-8,10, 

11 

9 



1.2.4-7, 
10 



1-5 



6-9,11 



Weilere Veroffeniljchungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
emnehmen 



Siehe Anhang Patentfamilie 



Besondere Kategbrien vbn angegebenen Veroftentlichungen 

"A" Verbtfenttichung, die den aiigemeinen Stand der Technik defimert. 
aber nicnt als besonders bedeutsam anzusehen ist 

"E" alteres Dokument, das jedoch erst am Oder nach dem tnternationalen 
Anmeldedatum verotlentlicht wordan ist 

"L" Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Priontatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinan zu lassen, Oder durch die das Verbtlentllchungsdatum etner 
anderen im Rechercnenbahcht genannten Verottentlichung belegt werden 
sou Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Verottentlichung, die sich aut eine miindliche Offenbarung. 

eina Benutzung, eine Ausstellung Oder andere MaOnahmen bezteht 
"P" v/eroftemltchung, die vor dem Internationale n Anmeldedatum, atter nach 

dem beanspruchten Pnorttatsdatum veroffentlicht wordan ist 



T" Spatere Verottentlichung, dte nach dem mternationaleri Anmeldedatum 
Oder dem Priontatsdatum verotfentiicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kolttdiert. sondern nur zum Verstandnis des der 
Effindung zugrundelieganden Prinzips Oder der ihr zugrunde(ieger»den 
Theorie angegeben ist 

'X' Verbttemlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann atlein autgrund disser Verbtfenttichung nicht ats neu Oder auf 
eritndenscher Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

"Y" Verbtfenttichung von besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfirwurtg 
kann nicht als auf erf indenscher Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Verbffentltchung mit einer oder mehreran anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategone in Vefbindung gebracht wird und 
diese Verbtndung fur emen Fachmann naheiiegend ist 

"&* Varbffentlichung, die Mitglied derselben Patenttamilie ist 



Datum das Abschlusses der tnternationalen Recherche 



21. Dezember 1998 



Absenoedatum des mternationaten Recherche nbenchts 



07/01/1999 



Name und Postanschntt dar Internationaien Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt, P 8. 5818 Patentiaan 2 
NL - 2280 HV Ri(Sw^k 
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl, 
Fox: (+31-70) 340-3016 



Sevotimachtigter Bediensteter 



Albrecht, C 



Fomibian PCT/ISA/210 (Blait 2) fJuU 1992) 



Seite 1 von 2 



INTERNATIONALER 



OIENBERICHT 



"snales Aktenzeichen 



PCT/DE 98/02181 



C.(FortsetZung) ALS WESENTLiCH ANGE5EHENE UNTERLAGEN 



Kategone' Sazecnnung oer VerotJentttcnung, soweit ertorderlicn unter Angabe aer in Beiracht kommenaen Teile 



Betr Ansorucn Nr 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 012, no. 080 (E-590), 12. Marz 1988 

-& JP 62 219562 A (FUJITSU LTD), 

26. September 1987 

siGhe Zusammenf assung 



1,2,4,6, 
7 



1 



Foimblan PCT/tSA/210 (Fortseizung von Blan 2) ( Juli 1992) 



Seite 2 von 2 



CMTERNATIONALER ^CHERCHENBERICHT 

Angaoen zu Verottenttichunyen. die zur selben Patenrtamide g«rioren 



tntft jfiaies Aktenzetcnen 

PCT/OE 98/02181 



tm Recherchendericht 


Datum der 


Mitglied(er) der 


Datum der 


angetiihrtes Patentdokument 


Veroffentt! Chung 


Patenttamilie 


Verdtfentiicnung 



US 5468657 



21-11-1995 



JP 



8045868 A 



16-02-1996 



US 5362667 A 08-11-1994 US 5517047 A 14-05-1996 

US 5728624 A 17-03-1998 



Fomi&lait PCT/1SA/210 (Aohang Pat»nitamdis)(JuU 1992) 



r DOCKET NO. f^^^'^^^^^ 

LE~ "'^^A[:D 6REE^5DC^C^ P.A. 

o"! F'^CR'.DA 33020 
Tt... Iwt^i &25.1100 



